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тензоелектричні властивості монокристалів n-Ge, n-Si та CdSb, внутрішніх механічних напружень на зонну
структуру та електричні властивості наноплівок германію. В результаті проведених досліджень було
отримано енергетичний спектр та кінетику відпалу радіаційних дефектів в опромінених електронами
монокристалах n-Ge, знайдено основні параметри та встановлено природу утворених при електронному
опроміненні радіаційних дефектів в германії та кремнії, досліджено вплив утворених радіаційних дефектів
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 The aim of the work is the study of the influence of the high-energy physical fields on the electric and
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and electrical properties of germanium nanofilms. As a result of the research, the energy spectrum and kinetics of
annealing of radiation defects in electron-irradiated n-Ge single crystals were obtained. The main parameters and
the nature of radiation defects created under the action of electron irradiation in germanium and silicon were
established. The influence of the created radiation defects on the scattering mechanisms, tensoresistance,
magnetic sensitivity for these single crystals is investigated. A method for determining the ionization energy of
deep levels in CdSb single crystals is proposed. Dependences of electrical conductivity, mobility and concentration
of current carriers on the value of internal mechanical strains for undoped and doped germanium nanofilms are
obtained.
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